






















































に周期的な外場 (電場,温度等 )を印加し,光学パ ラメーターを変化させ,それに対する反射
率の変化を観測する方法である｡ この方法では,反射率の微分スペクトルを観測するので,過
常の反射スペクトルに比べて鋭い構造が得られ分解能が優れている｡が,高圧力下ではキャリ
ヤー変調分光が行なわれただけで,他の変調法は報告されていない｡しかも,キャリアー変調
法では半導体しか測定することが出来ない｡
そこで,我々は,高圧力下での温度変調反射分光システムを製作した｡高圧力発生装置とし
てダイヤモンド･アンビルを用い,40kbarまでの圧力で測定出来た｡又,試料の温度はCO2
IJASERの光をチョップして試料裏面に照射,吸収させることによって,変調した｡そして,
反射測定用の光源には,タングステンランプを使用し,可視域 (1.6eV-3.9eV)で分光を
行なった｡
そして,このシステムを用いてGe及びHgTeの測定を行なった｡
Geは,常温常圧で約2･1eVに A3V- AIC帯間遷移に基くEl構造をもち,更に,A3バン
ドがスピンー軌道相互作用で分離しているため,エネルギー』1だけ離れた位置にEl+dl構
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